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Halotron o zmiennej grubosci warstwy czynnej
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Przedmiotem wymalazku jest halotron o zmien-
nej grubosci warstwy czynnej.

W znanych konstrukcjach halotronéw grubosé
warstwy czynnej halotronu jest stala, co pozwala
na modulacje mnapiecia wyjSciowego halotronu
przez modulacje pradu sterujgcego lub pola mag-
netycznego.

Istota wynalazku jest modyfikacja cienko-
warstwowego halotronu monokrystalicznego, poz-
walajgca na uzyskiwanie w razie potrzeby zmiany
‘grubosci jego warstwy czynnej. Dzieki temu
istnieje mozliwo§é modulacji napiecia wyjSciowego
halotronu przez zmiany trzech parametréw: pradu

" sterujacego I,, indukcji magnetycznej B oraz gru-

bosci warstwy czynnej halotronu, lub tez przez
zmiany pradu wejsciowego —I, i grubosci warstwy
czynnej halotronu, bez klopotliwego miekiedy sto-
sowania elektromagnesu, ktéry w tym przypadku
mozna zastgpi¢é magnesem trwalym.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia typowsa kon-
strukcje znanego cienkowarstwowego halotronu
monokrystalicznego, fig. 2 — konstrukcje cienko-
warstwowego halotronu monokrystalicznego we-
diug wynalazku.

Znany cienkowarstwowy halotron monokrysta-
liczny charakteryzuje sie tym, Zze jego cienka czyn-
na warstwa P o okreflonej grubo$ci ¢ wykonana
na plytce polprzewodnikowej jest odizolowana
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przy pomocy zigcza p-n od pozostalej cze$ci plytki
pétprzewodnikowej, zwanej bazg BA. Na cienkiej
czynnej warstwie P umieszczone sg symetrycznie
cztery elektrody halotronu: dwie pragdowe — EP;
i EP, oraz dwie napieciowe — EN; i EN,.

Jezeli pomiedzy elektrodami EP; i EP, halotronu
znajdujgcego sie w polu magnetycznym o indukcji -~
B przeptywa prad I, to napiecie pomiedzy elektro-
dami EN, i EN, bedzie opisane nastepujgcg za-
lezno$cig:

Ry
Upnpg= — LB
c
gdzie Rpg oznacza wspoélczynnik Halla materiatu
poiprzewodnikowego.

Konstrukcja halotronu wedlug wynalazku polega
na dotgczeniu do obszaru bazy BA pigtej elektro-
dy EM. Umozliwia to doprowadzenie potencjalu
elektrycznego do zlgcza p-n, ktére jest wykonane
przy pomocy jednego procesu lub kombinacji pro-
ces6w dyfuzji, naparowywania i wzrostu epitak-
sjalnego. Doprowadzenie potencjatlu elektrycznego
do zlgcza p-n nastepuje przy pomocy elektrody
EM i jednej z elektrod EP lub EN, co z kolei po-
woduje zmiane polozenia ladunku przestrzennego
w zlagczu p-n, a w wyniku tego zmiane efektywnej
grubo$ci ¢ czynnej warstwy P halotronu. Pozwala.
to na modulacje napiecia wyjSciowego halotronu
przez zmiane mapiecia na zigczu p-n.
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Zastrzezenie patentowe elektrycznego do zigcza p-n, a w wyniku tego
zmiane efektywnej grubcsci (e) czynnej warstwy
(F), przy czym zlgcze p-n jest wykonane przy
pomocy jednego procesu lub kombinacji proceséw

Halotron o zmiennej grubosci warstwy czynnej,
znamienny tym, ze do bazy (BA) czynnej warstwy
(P) halotronu jest dolgczona dodatkowa elektroda
(EM) umozliwiajaca doprowadzenie potencjatu . dyfuzji, naparowywania i wzrostu epitaksjalnego.
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